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(54)【発明の名称】 表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【目的】  デバイス基板と封止基板とをシール樹脂を介
して貼り合わせた際に、シール樹脂が押し潰されて広が
っても、ＥＬ素子上にまでシール樹脂が流出しないよう
に塗布開始点を変更する。
【解決手段】  本発明の表示装置の製造方法は、デバイ
ス基板２００と封止基板３００とをシール樹脂４００を
介して貼り合わせて成るものにおいて、前記デバイス基
板２００と前記封止基板３００の周辺部に沿って塗布さ
れたシール樹脂４００は、当該デバイス基板２００と当
該封止基板３００の周辺部に沿ってシール樹脂を塗布す
る際に、当該基板の角部を塗布開始点４０１として塗布
を開始し、塗布終了点を前記塗布開始点４０１と同じ角
部としたことを特徴とするものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  デバイス基板と封止基板とをシール樹脂
を介して貼り合わせて成る表示装置において、
前記デバイス基板と前記封止基板の周辺部に沿って塗布
されたシール樹脂が、当該デバイス基板と封止基板の角
部で繋ぎ合わされていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】  前記シール樹脂は、前記デバイス基板と
前記封止基板の角部での広がりが、その他の部分での広
がりよりも幅広く形成されていることを特徴とする請求
項１に記載の表示装置。
【請求項３】  前記デバイス基板は、ＥＬ表示装置を構
成していることを特徴とする請求項１または請求項２に
記載の表示装置。
【請求項４】  デバイス基板と封止基板とをシール樹脂
を介して貼り合わせて成る表示装置の製造方法におい
て、
前記デバイス基板と前記封止基板の周辺部に沿ってシー
ル樹脂を塗布する際に、当該基板の角部を塗布開始点と
して塗布を開始し、塗布終了点を前記塗布開始点と同じ
角部としたことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項５】  前記デバイス基板は、ＥＬ表示装置を構
成していることを特徴とする請求項４に記載の表示装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、自発光素子を備え
た表示装置に関するものであり、特にエレクトロルミネ
ッセンス素子及び薄膜トランジスタを備えた表示装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、エレクトロルミネッセンス（Elec
tro Luminescence：以下、「ＥＬ」と称する。）素子を
用いたＥＬ表示装置が、ＣＲＴやＬＣＤに代わる表示装
置として注目されており、例えば、そのＥＬ素子を駆動
させるスイッチング素子として薄膜トランジスタ（Thin
 Film Transistor：以下、「ＴＦＴ」と称する。）を備
えたＥＬ表示装置の研究開発も進められている。
【０００３】上記ＥＬ表示装置は、例えば透明なガラス
基板（以下、絶縁性基板）上にＴＦＴ及び有機ＥＬ素子
が順に積層形成されている。
【０００４】この絶縁性基板上にゲート電極が形成さ
れ、その上にゲート絶縁膜及びｐ－Ｓｉ膜から成る能動
層が順に形成されている。
【０００５】その能動層には、ゲート電極上方のチャネ
ルと、このチャネルを介してゲート電極の両側にソース
・ドレイン領域が設けられている。
【０００６】そして、前記ゲート絶縁膜、能動層上の全
面に層間絶縁膜が形成され、前記ドレイン領域に対応し
て設けたコンタクトホールにＡｌ等の金属を充填してド
レイン電極が形成されている。
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【０００７】更に、全面に、例えば有機樹脂から成り表
面を平坦にする平坦化絶縁膜が形成され、当該平坦化絶
縁膜のソース領域に対応した位置にコンタクトホールが
形成され、このコンタクトホールを介してソース領域と
コンタクトしたＩＴＯ（Indium Tin Oxide）から成るソ
ース電極を兼ねた、ＥＬ素子の陽極が平坦化絶縁膜上に
形成されている。
【０００８】そして、このＩＴＯから成る陽極上にホー
ル輸送層が形成され、当該ホール輸送層上にＥＬ素子が
形成され、当該ＥＬ素子を被覆するように電子輸送層が
形成され、その上に陰極が積層形成されている。
【０００９】ここで、上記ＥＬ素子が組み込まれた基板
側を、以下デバイス基板２００と称して説明を続ける。
【００１０】図４（Ａ），（Ｂ）は、従来のＥＬ表示装
置の封止状態を説明するための図であり、先ず、図４
（Ａ），（Ｂ）に示すように前記デバイス基板２００と
ガラス基板から成る封止基板３００とをディスペンサー
装置等を用いて塗布される、例えばエポキシ樹脂等のシ
ール樹脂４００を介して貼り合わせ、加熱硬化すること
で、デバイス基板２００と封止基板３００とを貼り合わ
せていた。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】このとき、図５（Ａ）
に示すように封止基板３００の周辺部にシール樹脂４０
０を塗布する際に、当該封止基板３００のある一辺のほ
ぼ中央部を塗布開始点４１１としてシール樹脂４００の
塗布を開始し、塗布終了点（塗布開始点４１１位置）で
塗布を終了させ、シール樹脂４００を繋ぎ合わせ部４１
３位置で繋ぎ合わせた場合に、図５（Ｂ）に示すように
封止基板３００とデバイス基板２００とでシール樹脂４
００を押し潰したとき、当該シール樹脂４００が広が
り、ＥＬ素子上にシール樹脂４００が流出してしまう場
合もあった。この場合には、ＥＬ素子が動作不良となっ
てしまう。４１２は、塗布途上点を示している。
【００１２】そこで、従来では、シール樹脂が広がって
も、ＥＬ素子上にシール樹脂が流出しないように、ＥＬ
素子とシール樹脂との間の間隔に余裕を持たせていた。
そのため、表示領域サイズを犠牲にするか、あるいは表
示装置サイズ自体を大きくするしかなかった。
【００１３】更に、他の対策としてシール樹脂が流出し
ないように、封止基板側に溝を設けて、当該溝内にシー
ル樹脂を塗布する方法も考えられた。しかし、この場合
には、封止基板への溝形成加工が必要となり、コストア
ップにつながる。
【００１４】
【課題を解決するための手段】そこで、上記課題に鑑み
本発明の表示装置は、デバイス基板と封止基板とをシー
ル樹脂を介して貼り合わせて成るものにおいて、前記デ
バイス基板と前記封止基板の周辺部に沿って塗布された
シール樹脂が、当該デバイス基板と封止基板の角部で繋
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ぎ合わされていることを特徴とするものである。
【００１５】また、前記シール樹脂は、前記デバイス基
板と前記封止基板の角部での広がりが、その他の部分で
の広がりよりも幅広く形成されていることを特徴とする
ものである。
【００１６】更に、前記デバイス基板は、ＥＬ表示装置
を構成していることを特徴とするものである。
【００１７】そして、デバイス基板と封止基板とをシー
ル樹脂を介して貼り合わせて成る表示装置の製造方法
は、前記デバイス基板と前記封止基板の周辺部に沿って
シール樹脂を塗布する際に、当該基板の角部を塗布開始
点として塗布を開始し、塗布終了点を前記塗布開始点と
同じ角部としたことを特徴とするものである。
【００１８】係る構成により、デバイス基板と封止基板
の周辺部に沿ってシール樹脂を塗布する際に、当該基板
の角部を塗布開始点とし、塗布終了点を塗布開始点と同
じ角部とし、シール樹脂を当該基板の角部で繋ぎ合わせ
たことで、この部分のシール樹脂の広がりがその他の部
分での広がりよりも幅広く形成されたとしても、角部は
その他の部分よりも面積が広いため、シール樹脂がＥＬ
素子まで広がることを防止できる。
【００１９】
【発明の実施の形態】本発明の表示装置を有機ＥＬ表示
装置に応用した場合について、以下に説明する。
【００２０】図２に本発明が適用される有機ＥＬ表示装
置の表示画素付近を示す平面図を示し、図３（ａ）に図
２中のＡ－Ａ線に沿った断面図を示し、図３（ｂ）に図
２中のＢ－Ｂ線に沿った断面図を示す。
【００２１】図２及び図３に示すように、ゲート信号線
５１とドレイン信号線５２とに囲まれた領域に表示画素
１１０が形成されており、マトリクス状に配置されてい
る。
【００２２】この表示画素１１０には、自発光素子であ
る有機ＥＬ素子６０と、この有機ＥＬ素子６０に電流を
供給するタイミングを制御するスイッチング用ＴＦＴ３
０と、有機ＥＬ素子６０に電流を供給する駆動用ＴＦＴ
４０と、保持容量とが配置されている。なお、有機ＥＬ
素子６０は、第１の電極である陽極６１と発光材料から
なる発光素子層と、第２の電極である陰極６５とから成
っている。
【００２３】即ち、両信号線５１，５２の交点付近には
スイッチング用ＴＦＴである第１のＴＦＴ３０が備えら
れており、そのＴＦＴ３０のソース３３ｓは保持容量電
極線５４との間で容量をなす容量電極５５を兼ねるとと
もに、ＥＬ素子駆動用ＴＦＴである第２のＴＦＴ４０の
ゲート４１に接続されており、第２のＴＦＴのソース４
３ｓは有機ＥＬ素子６０の陽極６１に接続され、他方の
ドレイン４３ｄは有機ＥＬ素子６０に供給される電流源
である駆動電源線５３に接続されている。
【００２４】また、ゲート信号線５１と並行に保持容量
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電極線５４が配置されている。この保持容量電極線５４
はクロム等から成っており、ゲート絶縁膜１２を介して
ＴＦＴのソース３３ｓと接続された容量電極５５との間
で電荷を蓄積して容量を成している。この保持容量５６
は、第２のＴＦＴ４０のゲート電極４１に印加される電
圧を保持するために設けられている。
【００２５】図３に示すように、有機ＥＬ表示装置は、
ガラスや合成樹脂などから成る基板または導電性を有す
る基板あるいは半導体基板等の基板１０上に、ＴＦＴ及
び有機ＥＬ素子を順に積層形成して成る。ただし、基板
１０として導電性を有する基板及び半導体基板を用いる
場合には、これらの基板１０上にＳｉＯ

2
やＳｉＮなど

の絶縁膜を形成した上に第１、第２のＴＦＴ及び有機Ｅ
Ｌ素子を形成する。いずれのＴＦＴともに、ゲート電極
がゲート絶縁膜を介して能動層の上方にあるいわゆるト
ップゲート構造である。
【００２６】先ず、スイッチング用ＴＦＴである第１の
ＴＦＴ３０について説明する。
【００２７】図３（ａ）に示すように、石英ガラス、無
アルカリガラス等からなる絶縁性基板１上に、非晶質シ
リコン膜（以下、「ａ－Ｓｉ膜」と称する。）をＣＶＤ
法等にて成膜し、そのａ－Ｓｉ膜にレーザ光を照射して
溶融再結晶化させて多結晶シリコン膜（以下、「ｐ－Ｓ
ｉ膜」と称する。）とし、これを能動層３３とする。そ
の上に、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ膜の単層あるいは積層体を

ゲート絶縁膜１２として形成する。更にその上に、Ｃ
ｒ、Ｍｏなどの高融点金属からなるゲート電極３１を兼
ねたゲート信号線５１及びＡｌから成るドレイン信号線
５２を備えており、有機ＥＬ素子の駆動電源でありＡｌ
から成る駆動電源線５３が配置されている。
【００２８】そして、ゲート絶縁膜１２及び能動層３３
上の全面には、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ膜及びＳｉＯ

2
膜の順

に積層された層間絶縁膜１５が形成されており、ドレイ
ン３３ｄに対応して設けたコンタクトホールにＡｌ等の
金属を充填したドレイン電極３６が設けられ、更に全面
に有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜１７
が形成されている。
【００２９】次に、有機ＥＬ素子の駆動用ＴＦＴである
第２のＴＦＴ４０について説明する。図３（ｂ）に示す
ように、石英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶縁
性基板１上に、ａ－Ｓｉ膜にレーザ光を照射して多結晶
化してなる能動層４３、ゲート絶縁膜１２、及びＣｒ、
Ｍｏなどの高融点金属からなるゲート電極４１が順に形
成されており、その能動層４３には、チャネル４３ｃ
と、このチャネル４３ｃの両側にソース４３ｓ及びドレ
イン４３ｄが設けられている。そして、ゲート絶縁膜１
２及び能動層４３上の全面に、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ膜及

びＳｉＯ
2
膜の順に積層された層間絶縁膜１５を形成

し、ドレイン４３ｄに対応して設けたコンタクトホール
にＡｌ等の金属を充填して駆動電源に接続された駆動電
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源線５３が配置されている。更に全面に例えば有機樹脂
から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜１７を備えてい
る。そして、その平坦化絶縁膜１７のソース４３ｓに対
応した位置にコンタクトホールを形成し、このコンタク
トホールを介してソース４３ｓとコンタクトしたＩＴＯ
から成る透明電極、即ち有機ＥＬ素子の陽極６１を平坦
化絶縁膜１７上に設けている。この陽極６１は各表示画
素ごとに島状に分離形成されている。
【００３０】有機ＥＬ素子６０は、ＩＴＯ（Indium Tin
 Oxide）等の透明電極から成る陽極６１、ＭＴＤＡＴＡ
（4,4-bis(3-methylphenylphenylamino)biphenyl）から
成る第１ホール輸送層、ＴＰＤ（4,4,4-tris(3-methylp
henylphenylamino)triphenylanine）からなる第２ホー
ル輸送層から成るホール輸送層６２、キナクリドン（Qu
inacridone）誘導体を含むＢｅｂｑ2（10-ベンゾ〔ｈ〕
キノリノール－ベリリウム錯体）から成る発光層６３、
及びＢｅｂｑ2から成る電子輸送層６４、マグネシウム
・インジウム合金もしくはアルミニウム、もしくはアル
ミニウム合金から成る陰極６５が、この順番で積層形成
された構造である。
【００３１】有機ＥＬ素子６０は、陽極６１から注入さ
れたホールと、陰極６５から注入された電子とが発光層
の内部で再結合し、発光層を形成する有機分子を励起し
て励起子が生じる。この励起子が放射失活する過程で発
光層から光が放たれ、この光が透明な陽極６１から透明
絶縁性基板を介して外部へ放出されて発光する。
【００３２】以下、上記ＥＬ素子６０が組み込まれた基
板側を、デバイス基板２００と称し、当該デバイス基板
２００を封止基板３００とシール樹脂４００とを用い
て、前記ＥＬ素子６０を樹脂封止する構成について説明
する。
【００３３】ここで、本発明の特徴は、図１（Ａ）、
（Ｂ）に示すようにデバイス基板２００と封止基板３０
０の周辺部に沿ってシール樹脂を塗布する際に、封止基
板３００にシール樹脂４００を塗布する塗布開始点４０
１を封止基板３００の角部とし、当該塗布開始点４０１
からシール樹脂４００を塗布していき、塗布終了点（塗
布開始点４０１位置）でシール樹脂４００同士を繋ぎ合
わせていることである。４０２は、塗布途上点を示し、
４０３は繋ぎ合わせ部を示している。
【００３４】このとき、図１（Ｂ）に示すように前記シ
ール樹脂４００が、前記デバイス基板２００と前記封止
基板３００とで貼り合わされた際に押し潰されて、当該*
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*シール樹脂４００が広がっても、当該デバイス基板２０
０と当該封止基板３００の角部は、その他の部分（例え
ば、従来の基板中央部、即ち各辺）よりも面積が広いた
め、シール樹脂４００がＥＬ素子６０上まで広がってし
まうおそれを回避している。
【００３５】このように本発明では、上述したような簡
単な方法で、シール樹脂４００がＥＬ素子６０上に流出
しないようにし、ＥＬ素子６０の動作不良の発生を回避
可能にしている。
【００３６】更に、上記実施形態では、ＥＬ表示装置に
本発明を適用した例を紹介したが、本発明はこれに限定
されるものではなく、液晶表示装置等の各種表示装置に
適用可能なものである。
【００３７】
【発明の効果】本発明によれば、デバイス基板と封止基
板の周辺部に沿ってシール樹脂を塗布する際に、当該基
板の角部を塗布開始点とし、塗布終了点を塗布開始点と
同じ角部とし、シール樹脂を当該基板の角部で繋ぎ合わ
せたことで、この部分のシール樹脂の広がりがその他の
部分での広がりよりも幅広く形成されたとしても、角部
はその他の部分よりも面積が広いため、シール樹脂がＥ
Ｌ素子まで広がることを防止できる。従って、シール樹
脂がＥＬ素子上に流入しないため、ＥＬ素子の動作不良
の発生を抑止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態の基板へのシール樹脂の塗
布動作について説明するための図である。
【図２】本発明が適用されるＥＬ表示装置の平面図であ
る。
【図３】本発明が適用されるＥＬ表示装置の断面図であ
る。
【図４】従来のデバイス基板と封止基板との貼り合わせ
構造について説明するための図である。
【図５】従来の基板へのシール樹脂の塗布動作について
説明するための図である。
【符号の説明】
２００    デバイス基板
３００    封止基板
４００    シール樹脂
４０１    塗布開始点
４０２    塗布途上点
４０３    繋ぎ合わせ部
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